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１．概要（Summary） 

超伝導転移端センサ（Transition Edge Sensor, TES）
は、超伝導体薄膜を超伝導と常伝導の転移端にバイアス

させた状態で動作する、超高感度なマイクロカロリメータ

である。入射粒子のエネルギーによって生じる薄膜の微

弱な温度上昇が、抵抗値の急激な上昇を生じ、それによ

るバイアス電流の変化が信号となる。TES は X 線・ガンマ

線・粒子線といった放射線から、可視光〜赤外に至る単

一光子の計測が可能である。特に単一光子検出では、

TES は光子数弁別特性と高い量子効率を有しており、光

量子コンピューティングにおける有望な検出器として応用

が期待されている。本課題では新しく、TES の形状を工

夫することで TES の高速化を目指した開発を実施した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置(DWL66+)、シリコン高速深掘

りエッチング装置(MUC21-ASE Pegasus)、LL式高密度

汎用スパッタリング装置、クリーンドラフト潤沢超純水付、

ワイヤーボンダー 
【実験方法】 

まず、レーザー直接描画装置によって、TES のパター

ンをレジストに描画した。その現像後、スパッタリング装置

によってチタン層およびイリジウム層を成膜した。その後リ

フトオフによって TES 形状を作製した。同様の方法で電

極を作成した。また、光ファイバのコアと TES が機械的に

自動でアライメントされるように、シリコンウェハの形状を

DRIE でラケット形状に加工した。この結果、光ファイバの

割スリーブにウェハが嵌合し、高精度な光のアライメントが

実現できた。Fig. 1 に本課題によって作製した素子の写

真を示す。 

  
Fig. 1 The racket-shaped silicon wafer structure 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
本素子は希釈冷凍機によって極低温まで冷却して動作

させた。その結果、850 nm のパルスレーザーの照射に対

して光応答を示すことが確認できた。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
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